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1．背景と研究目的 

 半導体デバイスの性能や歩留まりを低下させるキラー欠陥の特定のためには、半導体基板の転位の種

類と位置の特定を行い、デバイスの特性との相関を明らかにする必要がある。このためには、高い分解

能で広い面積に対して高速で、非破壊の欠陥評価を行う技術が必要となる。放射光を用いたX線トポグ

ラフィは広範囲での欠陥イメージングが可能な方法であるが、高分解の像を取得するためにはこれを撮

影するための検出器が必要となる。原子核乾板はこれまでにもX線イメージングに用いられてきた検出

器であるが、本研究では、種々の条件で名古屋大学において作製した原子核乾板を用いて撮影条件を検

討することを目的としている。 

 

2．実験内容 

市販の原子核乾板と名古屋大学で作製した原子核乾板を検出器として、市販のエピタキシャルSiCウ

エハのX線トポグラフィ観察を行い観察画像の比較を行った。 

 

3．結果および考察 

Fig. 1に市販の原子核乾板と名古屋大学で作製された原子核乾板により撮影された X 線トポグラフィ

像を示す。作製した原子核乾板のほうが転位の細かなコントラストが鮮明に撮影されており、作製した

乾板により詳細な転位の観察が実現できると考えられる。 

実験番号：2021a0053（4シフト） BL8S2 

 

Fig.1 (a)名古屋大学で作製した原子核乾板と(b)市販の原子核乾板で撮影された X線ト

ポグラフィ像。 

 


